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双光楔实现外腔半导体激光器波长精密调谐研究
徐 　斌 1 ,徐惠真 2 ,蔡志平 1
(1. 厦门大学电子工程系 ,福建 厦门 361005; 2. 集美大学理学院 ,福建 厦门 361021)
摘 　要 :提出利用旋转双光楔的方法来实现外腔半导体激光器波长的精密调谐。双光楔中 ,较
大楔角的光楔用于粗调 ,较小楔角的光楔用于细调。与传统的 L ittman结构光栅外腔半导体激
光器相比 ,通过这种方法 ,波长的精密调谐无需机械调谐装置 ,手动即可实现 ;对调谐的机械要
求以及对振动的敏感性降低 ,波长选择精度相应大大提高。
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Using Double W edge Prism s for Wavelength Fine2selection
in External2cav ity D iode Laser
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(1. Department of Electronic Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China;
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Abstract:On basis of the traditionalL ittman configuration external cavity diode laser. In this paper, a novelmethod for
wavelength selection is described by adding rotatable double wedge p rism s system having different wedge angle to L itt2
man configuration. In the system, the wedge p rism with bigger wedge angle is used for coarse selection, and the other
one with smaller wedge angle is used for fine selection. It comparing with L ittman configuration, fine wavelength tuning
can be imp lemented without comp lex mechanism by this way. A t the same time, sensitivity for vibration is decreased
and the wavelength selection accuracy can be greatly imp roved.
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1　引 　言
按照 ITU - T的规范 ,用于 DWDM的光信号载
波波长是有严格规定的。各波长间隔很小 ,目前实
用的波长间隔为 0. 8nm,还将进一步缩小到 0. 4nm
或更小至 0. 2nm,因此要求激光源 (主要是半导体激
光器 )的波长不但要符合 ITU - T的规范 ,而且要求
波长很稳定。基于此 , 20世纪 80年代以来 ,外腔半
导体激光器的研究受到广泛重视 ,成为国际、国内光
电子学领域中活跃的研究课题之一 [ 1 - 5 ]。外腔半导
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的光栅外腔结构为 L ittrow型和 L ittman型 ,目前最


















有光杠杆 [ 10 ]作用 ,如图 1所示。
图 1　光杠杆 (光楔 )原理图
　　设光楔的楔角为α,光线的入射角为θ,光线经
过光楔后 ,偏离原光线的角度为 x。由光线追迹方
法 ,得到光线偏离角 x是入射角 θ的函数 ,如下式
所示 :









移灵敏度 ,图 2为楔角α = 1°, 2°, 3°时 ,Δx /Δθ随入
射角的变化情况 ,对于楔角为 2°、光线偏离 3°时的
光楔 ,角位移灵敏度大约为 1 /60。随着楔角和光线
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使在相同调节精度要求下 ,双光楔调节操作也更加
易行。
　　从图 2可以看出 ,楔角为 3°的光楔的角位移灵
敏度优于楔角为 1°的光楔。所以 ,选择楔角为 3°的
光楔用于粗调 ,细调由楔角为 1°的光楔来完成。具
体调节时 ,先固定 1°楔角的光楔 ,进行粗调 ;粗调完























入射角 i = 2°时 ,根据式 ( 2 ) ,可得双光楔系统的角
位移灵敏度变化范围如图 5所示。
β/ (°)
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